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Półprzewodnikowy modulator impulsowy wielkiej częstotliwości

Przedmiotem wynalazku jest półprzewodnikowy
modulator impulsowy wielkiej częstotliwości słu¬
żący do uzyskania amplitudowej modulacji impul¬
sowej fali nośnej przy bardzo dużym stosunku
amplitudy impulsu wyjściowego do szczątkowego
poziomu napięcia wielkiej częstotliwości występu¬
jącego przy braku wizyjnego impulsu modulują¬
cego. Znany jest układ realizujący wyżej wymie¬
nione funkcje z zastosowaniem lampy elektronowej
i diody półprzewodnikowej umożliwiający uzyska¬
nie stosunku amplitudy do poziomu szczątkowego
w. cz. rzędu 60 dB.

Półprzewodnikowy modulator impulsowy wiel¬
kiej częstotliwości według wynalazku umożliwia
uzyskanie tego stosunku rzędu 100 dB, przy czym
zrealizowany jest wyłącznie z elementów półprze¬
wodnikowych i elementów biernych.

Modulator impulsowy wielkiej częstotliwości
według wynalazku składa się z dwóch jednostop-
niowych wzmacniaczy, pracujących w klasie C
i połączonych ze sobą kaskadowo, poprzez między-
stopniowy układ modulujący z oporowymi dziel¬
nikami napięcia. Podstawowy układ międzystopnio-
wego układu modulującego składa się z jednej
pary diod i co najmniej z jednego tranzystora.
W stanie statycznym diody są spolaryzowane za¬
porowo, natomiast tranzystor znajduje się w stanie
nasycenia, przy czym jedno z wyjść tranzystora jest
włączone pomiędzy diody, które są kierunkami
przewodzenia są usytuowane od siebie. Tranzystor
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układu modulującego jest ponadto połączony z ma¬
są układu, natomiast baza tego tranzystora jest
połączona z wejściem na które są podawane wi¬
zyjne impulsy modulujące.

Układ według wynalazku jest przedstawiony na
załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia
jego zasadnicze rozwiązanie, zaś fig. 2 jego od¬
mianę.

Układ według wynalazku przedstawiony na fig. 1
składa się z dwóch konwencjonalnych jednostop-
niowych wzmacniaczy rezonansowych 1 i 2 pracują¬
cych w klasie C (to jest z kątem przepływu mniej¬
szym niż 180°) oraz międzystopniowego układu
modulującego 3, poprzez który wyjście 6 wzmac¬
niacza 1 jest połączone z wejściem 19 wzmacnia¬
cza 2.

Podstawowy układ A międzystopniowego układu
modulującego 3 składa się z jednej pary diod 9
i 14 i co najmniej z jednego tranzystora 12 z tym,
że w stanie statycznym diody 9 i 14 są spolaryzo¬
wane zaporowo, a tranzystor 12 znajduje się w sta¬
nie nasycenia. Jedno z wyjść tranzystora 12 jest
włączone pomiędzy diody 9 i 14, które kierunkami
przewodzenia są usytuowane od siebie, natomiast
drugie wyjście tranzystora 12 jest połączone z masą
układu.

Baza tego tranzystora 12 jest połączona z wej¬
ściem 5 wizyjnych impulsów modulujących. Diody
ostrzowe 9 i 14 są spolaryzowane zaporowo dzięki
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dzielnikom oporowym 7, 8 i 16, 17 zasilanym na¬
pięciem +U, oraz dzięki nasyceniu tranzystora 12
uwarunkowanemu wartościami oporników 11 i 13.
Dla poprawy separacji zastosowano przegrody
ekranujące 10 i 15. Budowa odmiany półprzewod¬
nikowego modulatora impulsowego wielkiej czę¬
stotliwości według wynalazku polega na tym, że
podstawowy układ A międzystopniowego układu
modulującego 3 składa się z jednej pary diod 9 i 14
i dwóch tranzystorów 12 i 17 tworzących z diodami
układ typu Jt (fig. 2).

W stanie statycznym tranzystory 12 i 17 są na¬
sycone. Gałąź poziomą układu typu Jt tworzą dio¬
dy 9 i 14, które są usytuowane kierunkami prze¬
wodzenia do siebie, natomiast tranzystory 12 i 17
tworzą gałęzie pionowe układu Jt. Jedne wyjścia
tranzystorów 12 i 17 są dołączone do diod 9 i 14,
drugie zaś do masy całego układu modulującego 3.

Bazy obu tranzystorów są ze sobą połączone
bezpośrednio lub przez dławik wielkiej częstotli¬
wości 18, a jedna z baz dołączona jest do wejścia 5
wizyjnych impulsów modulujących.

Międzystopniowy układ modulujący 3 może się
składać także z dwóch lub więcej podstawowych
układów A połączonych ze sobą szeregowo. Modu¬
lacja impulsowa zaczyna zachodzić po podaniu na
wejście A wzmacniacza 1 fali nośnej oraz na wej¬
ście 5 wizyjnych impulsów modulujących. Impulsy
te powodują zmianę stanu tranzystora 12 na stan
zatkania, co powoduje zmianę polaryzacji diod 9
i 14. Dzięki temu międzystopniowy układ modulu¬
jący 3 w czasie trwania wizyjnego impulsu modu¬
lującego przedstawia sobą małą impedancję przej¬
ściową dla fali ciągłej, która przechodzi na wyjście
20 w postaci impulsu w. cz.

Przy braku wizyjnego impulsu modulującego na
wyjściu 5 impedancja przejściowa układu 3 jest
bardzo duża i fala ciągła przechodzi na wyjście 20
na poziomie rzędu — 100 dB w stosunku do ampli¬
tudy napięcia w. cz. w impulsie. Wynika stąd, iż
układ według wynalazku działa na zasadzie modu¬
lacji impedancji przejściowej układu 3 pod wpły¬
wem zewnętrznych impulsów modulujących.
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Zastrzeżenia patentowe

1. Półprzewodnikowy modulator impulsowy
wielkiej częstotliwości składający się z dwóch jedno-
stopniowych wzmacniaczy pracujących w klasie C
i połączonych ze sobą kaskadowo poprzez między¬
stopniowy układ modulujący z oporowymi dzielni¬
kami napięcia znamienny tym, że podstawowy
układ (A) międzystopniowego układu modulujące¬
go (3) składa się z jednej pary diod (9 i 14) i co
najmniej z jednego tranzystora (12) z tym, że
w stanie statycznym diody (9 i 14) są spolaryzowa-

. ne zaporowo, w tranzystor (12) znajduje się w sta¬
nie nasycenia przy czym jedno z wyjść tranzysto¬
ra (12) jest włączone pomiędzy diody (9 i 14) które
kierunkami przewodzenia są usytuowane od siebie,
podczas, gdy drugie wyjście tranzystora (12) jest
połączone z masą układu, natomiast baza tego
tranzystora (12) jest połączona z wejściem (5) wi¬
zyjnych impulsów modulujących.

2. Odmiana półprzewodnikowego modulatora
impulsowego wielkiej częstotliwości według zastrz.
1 znamienna tym, że podstawowy układ (A) mię¬
dzystopniowego układu modulującego (3) składa się
z jednej pary diod (9 i 14) i z dwóch tranzystorów
(12 i 17) tworzących z diodami układ typu Jt z tym,
że tranzystory (12 i 17) w stanie statycznym są
nasycone, przy czym gałąź poziomą układu typu Jt
tworzą diody (9 i 14), które są usytuowane kie¬
runkami przewodzenia do siebie, zaś tranzystory
(12 i 17) tworzą gałęzie pionowe układu typu Jt
i jednymi wyjściami są dołączone do diod (9 i 14),
a drugimi do masy całego układu modulującego (3),
natomiast bazy tranzystorów (12 i 17) są połą¬
czone bezpośrednio lub przez dławik wielkiej czę¬
stotliwości (18) i jedna z baz dołączona jest do
wejścia (5) wizyjnych impulsów modulujących.

3. Półprzewodnikowy modulator według zastrz. 1,
2 znamienny tym, że jego międzystopniowy układ
modulujący (3) składa się z dwóch lub więcej pod¬
stawowych układów (A) międzystopniowego ukła¬
du modulującego (3) połączonych ze sobą szere¬
gowo.
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